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Vynéalez FeSi zphsob vyroby kFemikové
rozkladové elektrody tvoFené kFemikovou
deskou, opatfienou z jedné strany systémem
fotodiod, pPekrytych systémem vzdjemné
odizolovanych, na svém -.obvodu podlepta-
nych ostrivkd polovodivé vrstvy polykrys-
talického kfemiku.

Nyné&j8i zplisob vyroby kfemikové rozkla-
dové elektrody s v&tsi citlivosti, v jedné z
poslednich vyrobnich operaci, to je vytvo-
feni systému ostrivkd polykrystalického
k¥emiku, se provadi zpravidla plasmatickym
vyleptdnim systému ostrivk v souvislé po-
lovodivé vrstvé nameseného polykrystalic-
kého kFemiku.

Postup je zpravidla takovy, Ze se na kfe-
mikovou desku s vytvofenym systémem fo-
todiod nanese souvisld polovodivéd wrstva
polykrystalického kfemiku ze strany foto-
diod. Tato souvisld vrstva se namaskuje
systémem ostrivklt odpovidajicich uspofa-
déni fotodiod tak, Ze kaZdy ostrlivek samo-
statng plekryva jednu fotodiodu, pFitemZ
mezery mezi ostrivky maji pribliZné& kon-
stantni Sifku.

V takto vytvoreném systému se pak plas-
maticky odleptd obnaZeny polykrystalicky
kfemik, €¢imZ vznikne systém vzdjemné od-
izolovanych ostrivkQi vrstvy polykrystalic-
kého kiemiku.
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Tento zphsob vyroby je pomérné dobfe
propracovan a v literatufe popsédn. Napfi-
klad: Jacob A. The Versatile Technique of
RF Plasma: Etching. Solid State Technology
1978, 9. Nebo jiné pojedndni: Kumar R.
Characterizaton of Plasma Etching for Se-
miconductor Aplications. Solid State Tech-
nology 1976, 10.

Podstata zpfisobu wvyroby kFemikové roz-
kladové elektrody v jedné z poslednich vy-
robnich operaci, p¥i niZ se vytvoFi systém
ostrivkl polovodivé wvrstvy, spoCivda podle
vyndlezu v procesu, pri kterém se mejprve
leptd polovodivd wrstwa polykrystalického
k¥femiku v mezerdch systému, vymezenych
maskou z pozitivniho fotorezistu, a to lep-
tadlem na kiemik, nejlépe o sloZeni 10 ob-
jemovych dili CH3COOH -+ 1 objemowy dil
HF 4 50 objemovych dili HNO3 po dobu 30
aZ 120 s p¥i teploté w rozmezi 18 aZ 25 °C,
tak, aby Sifka mezery mezi ostrivky polo-
vodivé vrstvy byla u zdkladny ostrivkd
mensi nez 3 um, nejvyhodnéji vSak men3i
neZ ¢tyrndsobek tloustky polovodivé vrst-
vy.

Takto vytvoiené ostriivky polovodivé vrst-
vy polykrystalického kiemiku se na svém
obvodu podleptaji leptdanim podloZniho kys-
litniku kFfemititého v mezerdch obnaZenych
pfedchozim leptdnim, a to leptadlem mna
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kysli¢nik k¥emidity, nejlépe o sboZeni 3 vé-
hové dily NH4HF2 - 4 vdhové dily NHeF -
-+ 10 védhovych dild H2O pii teploté 19 aZ
23 9C po dobu 120 aZ 180 s p¥i SiFfce mezer
do 1,5 um a po dobu 180 aZ 300 s pfi meze-
rdch $irSich neZ 1,5 ym.

Jednou z vyhod zpfisobu vyroby podle wy-
ndlezu je mozZnost dosdhnout znané pfes-
nosti zvolené geometrie uspofddéani ostriv-
ki polovodivé vrstvy. Leptdni kiemiku a
kysliéniku kremicitého, v Gpravé leptadel
a postupem stanovenym ve vynalezu, umoZ-
nuje tak dosdhnout zvolené optiméalni vzda-
lenosti mezi ostrivky polovodivé vrstvy i
vhodné vytvarovdni st&n ostrivkd, to zna-
mend, Ze okraje ostrivkd jsou souvislé, bez
nezadoucich vystupkd a rovnéZ? hloubka a
tvar podlepténi jsou rovnomérné.

Touto cestou ie moZno zamezit funk&nim
zgvaddm pii provozu snimaci elektronky se
zabudovanou kFemikovou rozkladovou elek-
trodou. Jde o zdvady zplisobené napfiklad
nadmsérnym hromadénim néaboje na kysli¢-
niku kiemic¢itém v mezerdch mezi ostrivky
polovodivé vrstvy, nebo jde o zdvady zpl-
sobené propojenim polovodivych ostrivki
vodivou wrstvou nakondenzovanou na povr-
chu se systémem ostrivk{, vrstvou, vznik-
lou pFi getraci nebo jinych procesech p¥i
vyrob# snimaci elektronky.

Dalsi vyhodou uvedeného zplsobu vyroby
podle vyndlezu, zvlasté ve srovnédni s plas-
matickym leptdnim je, Ze nezhorSuje vyso-
kou kvalitu elektrickych wlastnosti povrchu

kt¥emikové desky se systémem wostrivki.

*  Pomérné velkd energie dopadajicich ion-
td pri plasmatickém leptdni sice u mnoha
jingch polovodi€ovych soufdstek neni na
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zdvadu, ale v p¥ipad& kiemikové rozklado-
vé elektrody s vE&tSi citlivosti, kde wystupu-
je marofny poZadavek velmi nizkych prou-
dit za tmy, zplsocbuje proud dopadajicich
iontd p#i plasmatickém nebo jiném podob-
ném zpiisobu leptdni zhorSeni elektrickych
parametrii rozkladové elektrody. Zpfisobem
podle vynédlezu lze docilit hustotu zdveér-
nych proudd za tmy a¥ kolem 1 nA/cm?

Jako pFiklad 1lze uvést zplisob vyroby
k¥emikové rozkladové elektrody s v&t3icit-
livosti, kde jedna z poslednich operaci, to
je zhotoveni systému ostrivkd polovodivé
vrstvy polykrystalického kfemiku se prove-
de tak, Ze se nejprve na kifemikovou desku
se systémem do C&tvercové sité wuspofdda-
nych fotodiod nanese rozkladem sildnu
0,5 um tlustd vrstva polykrystalického kie-
miku.

Po namaskovéani systému &tvercové uspo-
Fadanych ostrivkl pozitivnim fotorezistem,
kde kazd4 fotodioda je prekryta ostrivkem
ve tvaru ¢tverce, se leptd ve vytvoFfené mii-
Zi o §ifce mezer 1 uym obnaZeny polykrysta-
licky kfemik leptadlem na k¥femik o sloZe-
ni: 10 objemovych dild CH3COO0H (98%) -+
-+ 1 objemovy dil HF (39%) -~ 50 objemo-
v§ch dile HNO3 (65% ).

Leptd se po dobu 70 s, p¥i teploté 20 °C.
Po odstranéni fotorezistu se leptd v meze-
rdch mezi ostrivky wrstvy polykrystalické-
ho kifemiku obnaZeny kyslitnik kfemidity,
leptadlem o sloZeni: 3 hmot. dily NH4HF2 +
-+ 4 hmot. dily NH4F -+ 10 hmot. dild Hz0.
Leptd se po dobu 160 s, pfi teplotd 20 °C.
Takto vznikne systém &tvercové uspofédda-
né sité podleptanych ostrivkd polovodivé
vrstvy polykrystalického k¥emiku.

PREDMET VYNALEZU

Zpuasob vyroby kfemikové rozkladové e-
lektrody tvofené kfemikovou deskou, opa-
tfenou z jedné strany systémem fotodiod,
prfekrytych systémem vzdjemné& odizolova-
nych, na svém obvodu podleptanych ostriv-
k@ polovodivé vrstvy polykrystalického ki'e-
miku, vyznateny tim, Ze systém podlepta-
nych ostrivkd polovodivé vrstvy polykrys-
talického kfemiku se vytvoii tak, Ze se lep-
td polovodivd vrstva v mezerdch systému
vytvofeného maskou z pozitivhiho fotore-
zistu, a to leptadlem na kifemik, vyhodné& o
sloZeni 10 objemovych dild CH3COOH + 1
objemovy dil HF -- 50 objemovych dilil
HNOs3 po dobu 30 aZ 120 s pfi teplot® nasta-
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vené v rozmezi 18 aZ 25 °C, tak, aby Sifka
mezery mezi ostrlivky polovodivé vrstvy by-
la u zékladny ostrivkd men$i nez 3 um,
nejvyhodné&ji wSak menSi neZ ¢tyfndsobek
tloustky polovodivé vrstvy a v takto vytvo-
Ffeném systému se ostrivky polovodivé vrst-
vy na svém obvodu podleptaji v mezerdch
obnaZenych predchozim leptdnim, leptanim
podloZniho kyslitniku kFemifitého lepta-
dlem ma kysli¢nik kifemic¢ity, vyhodné o slo-
Zeni 3 hmot. dily NH4HF2 -+ 4 hmot. dily
NH4F -+ 10 hmot. dild H20 pfi teplotd 19 aZ
do 1,5 um a po dobu 180 aZ 300 s pfi meze-
rédch SirSich neZ 1,5 ym.
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